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A - ETUDE FONCTIONNELLE (durée conseillée : 1H20)

1 : Indiquer les noms du systeme technique et de 1’obijet technique étudiés :

ST : doseur colorateur OT : boitier de commade

2 : Indiquer Ia principale raison pour laquelle ce systéme technique a été inventé :

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

4 : Indiquer la signpification sur le fonctionnement du systéme technique de Uaffichage

ALV 5 1 o e e
............ intensité moteur trop élevée, il y a une surintensité et le moteur n'’est plus alimenté

..................................................................................................................

..................................................................................................................

5 : A partir du diagramme sagittal donné ci-dessous, indiquer le numéro de chaque laison (L1

a L10) et le type de matitre d’ceuvre.

LI M Matitre plastique
de couleur

LIO M -

Trémie et |

L5 1 ;
moto-réducteur

Déclenchement
extérienr du

L9 I

dosage
L8 M
Matiere plastique
de couleur dosée
Réseau EDF
I :informationnelle
M :matérielle
E :Energélique
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B - ETUDE STRUCTURELLE DE FP1 (durée conseiliée : 1H10)

1 - Etude de la structure BP1,DI,R2,LED?2 de FS1.1:
1.1 - Lorsqu’ aucune commande a distance n’est effectude.
1.1.1-Définir dans quel état reste I'entrée /C 7
................................. etat haute impedance...................
1.1.2-Représenter le schéma équivalent en y incluant le modele de 'entrée du
circuit IC1 dans les deux cas suivanis :

BP1 appuyé  BPI relaché

1.2 - Lor squ une commande a distance est effectuée.
1.2.1-A quel potentiel se trouve relié 'entrée /C 7

.................................................................................................................

..................................................................................................................

1.2.2-Représenter le schéma équivalent en y incluant le modele de I'entrée du
circuit IC1 dans les deux cas suivants :

BP1 appuyé * BP1 relaché
- 1
1
H
]
N !.502
"
. {] o
e ot
¢ ot L PAD
(=]
©p gpy

wd

1
I
|
|
I
i
1
|
|
{
|
!
I

1.2.3 - Calculer 'intensité du courant qui traverse la LED2,en fonction de R2
et sachant que Uypppy=1 1.8V lorsque la LED2 est allumée.

Ur2 =4.2v

Iled2 = 15,5mA
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C - ETUDE STRUCTURELLE DE FS2.2 (durée conseillée : 0H30)

1 - Donner le nom ,la table de vérité , I’équation logique et la technologie de
Popératenr logique ICS utilisé dans cette structure .

NONET a 2 entrées o
S=ELE2
El B2 S
0 0 1 .
0 ] 1 Technologie : CMOS
1 0 1
1 1 0

2 - Représenter le symbole du transistor utilis€ dans la structure, noter le nom des
broches et le type de transistor.

collecteur

base
Type : NPN

émetteur

3 - Pour les différents cas suivants, donner 1état saturé ou bloqué du transistor,
déterminer la valeur de UPg (placer cette tension sur votre schéma).

On considére Vee sat = (.3v :

Cas n®°1 Réponses :

, id:)

215V " _ Etat saturé
acname [T52 zﬁsz e UPS
+15V

Up8 = Veesatq2 =0,3V

Groupement académique EST | Session 2006 |Durée: 3h [ Coéf:3

BEP des Métiers de 'Electronique Secteur A : industriel

Epreuve écrite EP1 candidat libre N Page 1l sur 13 °




5 - Le transistor et les résistances RR1 :E et F peuvent &tre remplacés par un opérateur
ET et un opérateur ETNON. Ecrire les équations logiques P3, P4, P8, Q/ et Q en fonction des
entrées E1LE2,E3,E4 :

P3

Uz:A P8

U1:C

481

P3=E1.E2

P4=K1.E2

P8 = B1.E2.E3

/Q = E1.E2.E3.E4

Q =/Q =F1E3.E3.54

A0t

6 - Par rapport aux résultats de la question précédente , en déduire I'équation de Q en
fonction de RESET ,ALARM, DEFAUT et P

Q =P . defaut.alarme.reset

7 - Compléter {e chronogramme de Q

DEFAUT

AESET

o UUUUUUHT

RLARH

H
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